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研究動機與目的

高頻傳輸線又有分為 Microstrip line、Coplanar 
waveguide line、Slot line、Stripline 等幾種。

Stripline是橫向電磁(TEM)傳輸線媒介，利用
Stripline可以做出更好的電路(quasi-TEM) ，而
且可以提供較好的頻寬。

因為Stripline的信號線被緊緊包在介質裡，信
號線上下都有接地面，所以和微帶線相較之下
Stripline受到外接的干擾較小，隔離度比較高
，因此Stripline經常被使用於RF電路。

本研究探討Stripline的波導特性為目標，了解
如何應用Stripline來設計傳輸線。
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夾心帶線介紹

50年代 ，稱作”Tri-plate”
現今，Stripline可以用PCB
、IC或LTCC等製程來製作。

和微帶線傳輸線唯一差別在三明治夾層結
構，因為夾心帶線有兩個導體，所以可有
TEM波，也是電路運作時的波模。
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夾心帶線的特性阻抗

一般上下對稱的夾心帶線中間的信號線與
上下兩接地面的距離相同且三者平行，介
質是均勻分布，如下圖，而它和微帶線一
樣在金屬厚度 t 不變的情況下，信號線的寬
度 W 越寬則特性阻抗越小。
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研究方法

本實驗使用Ansoft HFSSTM作為設計電路模
型的軟體，並用其中的wave port做分析的
工具以取得相關的S參數、場型分佈，之後
再使用Agilent ADSTM做電路的模擬得到所
需的參數，最後將所有得到的數據用
Matlab數學工具軟體做整理完成所要的結
果。
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模擬示意圖

排列組合後所需模擬的結構：

SL(6,2,1) 、SL(6,3,1) 、
SL(6,3,2) 、SL(6,4,1) 、
SL(6,4,2) 、SL(6,4,3) 、
SL(6,5,1) 、SL(6,5,2) 、
SL(6,5,3) 、SL(6,5,4)  共10種
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模擬結果

各個波導特性結果與比較
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設計35Ω、50Ω與70Ω特性阻抗
之夾心線帶
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結論

現在設計電路主要趨向體積小且高效能，在高
頻中剛好可以符合這樣需求，而設計高頻電路
已經廣泛的使用 CMOS  IC 的製程技術，因此
在這次作業中模擬頻段選用 1~ 60GHz，相信其
波導特性結果在日後可以有更一進步的研究。

由於本報告中各種電氣數據皆是由全波模擬軟
體模擬得到的，所欠缺的是stripline量測數據，
所以未來若可補上量測數據，我們就可以驗證
比對模擬及量測數據。
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